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Aufgabe 1) Ladungstragerdichten.
Die beiden rechten Ausdriicke der Gl. (2.160) und Gl. (2.161)

_WeWe
Ctc = Cct - € kT

Ctv = Cyt- € KT
ergeben sich nach kurzer Rechnung. Vollziehen Sie diese nach.

(Hinweis: zu verwenden sind Gl. (2.152) sowie Gl. (2.23) und (2.26)).

Aufgabe 2) Leitfahigkeit.

Ein mit der Akzeptorendichte Ny = 10'° cm™3 dotierter Silizium-Halbleiter wird bei
T = 300 K (Raumtemperatur) betrachtet. Die Ladungstragerverteilung im Halbleiter ist
homogen.

Es gilt fir die Beweglichkeiten pu, = 400 % = 0,1 u, und fur die Eigenleitungsdichte
ni=1-10" cm=3.

a) Wie groBs sind die Leitfahigkeiten o, und o, aufgrund der Elektronen- und Locherleitung
in dem Halbleiter?

b) Welche Naherung kann aufgrund des Ergebnisses gemacht werden?

Aufgabe 3) Rekombinationsmechanismen, Netto-Rekombinationsrate.

a) Wodurch unterscheidet sich Auger- und SRH-Rekombination?

b) Zeigen Sie, dass Gl. (2.168) gilt:
m-p1 = ny.

c) In welchen Fallen ist die Netto-Rekombinationsrate der Elektronen unter den in der
Vorlesung gemachten Annahmen in einem Halbleiter ungleich Null?

(a) immer, wenn sich der Halbleiter in thermodynamischem Gleichgewicht be-
fINAET. []

(b) immer, wenn der Halbleiter von einem Strom durchflossen wird. ....... D
(c) immer bei zeitlicher Anderung der Ladungstragerdichte. ............... D
(d) immer, wenn die Nettorekombinationsrate der Locher # O ist. ......... D
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